
(19) 한민 특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.
6

G11C 7/00

(11) 공개 호   특1997-0067335

(43) 공개    1997년10월13

(21) 출원 호 특1997-0007574

(22) 출원 1997년03월07

(30) 주 96-052087  1996년03월08   본(JP)  

(71) 출원 가 시 가 샤 시     니시무로 조

본  가나가 켄 가 사 시 사 쿠 호리가  쵸  72

(72) 명 다나카 야스노리

본  가나가 켄 가 사 시 사 쿠 호리가  쵸  580-1, 가 시
가 샤 시  체 시스  엔 니어링  내

야마모  쿠에

본  가나가 켄 가 사 시 사 쿠 호리가  쵸  580-1, 가 시
가 샤 시  체 시스  엔 니어링  내

(74) 리 상 , 나 환

심사청  : 
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약

특 한 공정 술없 , 고 로 고 동력  갖는 고/저 레  동시  체 출력 회로를 제공한
다.  회로에 해 고레  전압  가할 수 는 출력 패드  저레  전원 사 에 접 어 프리
퍼  출력에 라 / 프 동 하는 업  트랜 스 를 갖는 출력단  비한다.  회로에 어 , 
상  프리 퍼를 접 레 에  고레   전압  출력하는 로 하고, 상  출력단  게 트 전
극에 상  프리 퍼  출력  가 어 상  업  트랜 스 로  능하는 업  N채널 MOS형 트랜

스 , 저레  전원과 상  업  N채널 MOS형 트랜 스  사 에 접 어 출력 패드에 고레
 전압  가  , 저레  전원 로  전류  역류를 차단하는 역류  회로를 비한다.

1

명

[ 명  명칭]

체 출력 회로

[ 면  간단한 명]

제1 는 본 명  제1실시 형태에 른 체 출력 회로  .

본 건  공개 건 므로 전문 내  수록하  않았

(57) 청  

청 항 1 

력  전압  폭하는  프리 퍼(1) ,   회로에  해  고레  전압  가할  수  는  출력 
패드(VDD)  상  고레 보다 낮  레  저레  전원(VCC) 사 에 접 어 상  프리 퍼  출력에 

라 / 프 동 하는 업  트랜 스 (3)를 갖는 출력단  비한 체 출력 회로에 어 , 상  
프리 퍼를 접 레 에  상  고레   전압  출력하는 로 하고, 상  출력단  제1전극  
상  출력 패드에 접 접 며, 게 트 전극에 상  프리 퍼  출력  가 어 상  업  트랜
스 로  능하는 업  N채널 MOS형 트랜 스 (3) , 상  저레  전원과 상  업  N채널 MOS형 
트랜 스  제2전극 사 에 접 며, 상  출력 패드에 상  고레  전압  가 는 경  상  저
레  전원 로  전류 역류를 차단하는 역류 회로(2)를 비한 것  특징 로 하는 체 출력 회
로.
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청 항 2 

제1항에 어 , 상  역류 회로는 상  저레  전원과 상  업  N채널 MOS형 트랜 스  제2전
극에 각각 제1  제2전극  접  P채널 MOS형 트랜 스 (2a) , 상  P채널 MOS형 트랜 스  게

트 전극과 접  사 에 접  다  회로(26) , 게 트 전극과 제1전극  상  출력 패드에 접
어 제2전극  상  P채널 MOS형 트랜 스  게 트 전극에 접  N채널 MOS형 트랜 스 (2c)로 
한 것  특징 로 하는 체 출력 회로.

청 항 3 

회로에 해 고레  전압  가할 수 는 출력 패드(VDD)  상  고레  보다 낮  저레  전
압원  저레  전원(VCC)과  사 에 접 어 력 전압에 라 / 프 동 하는 업  P채널 MOS형 
트랜 스 (22)를 갖는 체 출력회로에 어 , 상  출력 패드  전 가 정  레 보다 높  경
에, 상  전 를 상  업  P채널 MOS형 트랜 스  게 트 전극에 전달하는 제1전  전달 회로(23)

, 적어  상  업  P채널 MOS형 트랜 스  판 , 상  출력패드  전 가 상  저레 보다 낮
 경 에 상  저레 로 어스하고, 상  출력 패드  전 가 상  저레 보다  높  경 에 플로

팅 상태로 하는 스 치드·필로팅·N웰 회로(25)를 비한 것  특징 로 하는 체 출력 회로.

청 항 4 

제3항에 어 , 제1신호에 라 동  에 블 상태 또는 스에 블 상태로 고, 에 블 상태  
에는 접 레 에  상  저레   전압  상  업  P채널 MOS형 트랜 스  게 트 전극
로 출력하는 프리 퍼(21) , 상  출력 패드  전 가 상  정  레 보다 높  경 에 상  프리
퍼를 스에 블 상태로, 상  출력패드  전 가 상  정  레 보다  낮  경 에는 상  프리

퍼를 에 블 상태로 하 록 상  제1신호를 출력하는 제2전  전달 회로(24)를 비한 것  특징 로 
하는 체 출력 회로.

청 항 5 

제3항에 어 , 상  저레  전원과 출력 노드 사 에 접 어 력전압에 해 / 프 동 하는 제1 
P채널 MOS형 트랜 스 (41a)  상  출력노드  접  사 에 접 어, 상  력전압에 해 상  제1 
P출력 MOS형 트랜 스 에 해 상보적 로 / 프 동 하는 제1 N채널 MOS형 트랜 스 (41b) , 상  
출력 노드  접  사 에 상  제1 N채널 MOS형 트랜 스  렬접 고, 제1신호에 라 프하는 
제2 N채널 MOD형 트랜 스 (41c)를 가 는 제1프리 퍼(41) , 제1전극  상  출력 노드에 접 과 
동시에 제2전극  게 트 전극  상  업  P채널 MOS형 트랜 스  게 트 전극에 접  제2 P채
널 MOS형 트랜 스 (42a) , 제1  제2전극  각각 상  업  P채널 MOS형 트랜 스  게 트 전
극  상  출력 노드에 접 과 동시에 게 트 전극  상  저레  전원에 접  제3 N채널 MOS형 트
랜 스 (42b)를 갖는 제2프리 퍼(42) , 상  출력 패드  전 가 상  정  레 보다 높  경 에 
상  제1신호를 출력하는 제2전  전달 회로(24)를 비한 것  특징 로 하는 체 출력 회로.

청 항 6 

회로에 해 고레  전압  가할 수 는 출력 패드(VDD)  상  고레 보다  낮  저레  
전압원  저레  전원(VCC)과  사 에 접 며, 력 전압에 라 / 프 동 하는 업  P채널 MOS
형 트랜 스 (53)를 갖는 체 출력회로에 어 , 상  출력 패드  전 가 정  레 보다 높  
경 에 제1신호를 출력하는 전  전달 회로(56) , 상  업  P채널 MOS형 트랜 스  상  출력 패
드 사 에 접 고, 상  제1신호에 해 프하는 역류  P채널 MOS형 트랜 스 (54) , 적어  
상  역류  P채널 MOS형 트랜 스  판  상  출력 패드  전 가 상  저레 보다  낮  경

에 상  저레 로 어스 하고, 상  출력 패드  전 가 상  저레 보다 높  경 에 플로팅 상태
로 하는 스 치드·필로팅·N웰 회로(25)를 비한 것  특징 로 하는 체 출력 회로.

※ 참고사항 : 최초출원 내 에 하여 공개하는 것 .
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